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EVDEF— 40A SHS./U 48. 5 120 95 4—10 200 4.5
EVDEF— 50A SHS./U 60. 5 130 105 4—10 200 4.5
EVDEF— 75SHS. U 73 129 109 4—10 200 6
EVDEF—100SHS .U 98 200 160 8—10 220 6
EVDEF—125SHS. /U 123 225 185 8—10 220 6
EVDEF—150SHS.“U 148 250 210 8—10 220 6
EVDEF—175SHS. /U 173 275 235 8—10 220 6
EVDEF—200SHS. /U 198 300 260 8—10 220 6
EVDEF—225SHS. U 223 325 285 8—13 300 6
EVDEF—250SHS. /U 248 350 310 8—13 300 6
EVDEF—275SHS U 273 375 335 12—13 300 6
EVDEF—300SHS U 298 400 360 12—13 300 6
EVDEF—350SHS U 348 450 410 12—13 360 6
EVDEF—400SHS.“U 398 500 460 12—13 400 6
I HRRT Y —ORE

P AUN—KRKERTULARE L R—TT, [fit#snZ2 ]
K K M H M B SUS—304/PL=2. 0t
* EROSUUME - 4 B SUS—304 PL=6. Ot
P REREFAUN—KE+O—2)—ToF—45— 2f—2BHX TR :DC—24V
¥ BFE Sk ERE- SR EOGIEAMATRETY,
* i B R E : 400C
¥ A7y . BiR AC—100V./200V
MES RTrias—4-tlEAES
kL% BNm.”10Nm.”33Nm

P ERAY—IE - BE 1~3%



